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HFET photosensors using GaInN channel layer 
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可視光通信は、電磁波の影響下においても使用できることから、車載通信などへの応用が

期待できる。特に450 nmの波長光は照明LEDを送信器にする時に高速変調が可能なため通信

に有利とされる。そのために受光側のセンサ、特に従来のSi-PDなどに比べて波長選択性が高

く、高感度な光センサの実現は重要である。我々のグループではGa0.9In0.1Nをチャネルに用い

たAlGaN/GaInNヘテロ構造を利用したセンサを報告してきた[1]。本センサは受光感度1×10
2
 

A/WおよびS/N=4×10 nmと高性能を示したが、受光端は410 nmであった。GaInN薄膜はIn組成

の増加により転位が増加すると考えられるため、本研究ではIn組成がセンサ特性に与える影

響を調査するため検討を行った。 

図1に作製したHFET型光センサの構造を示す。MOVPE法を用いてGaNテンプレート上に、

Ga0.88In0.12Nチャネル層(3 nm)、Al0.1Ga0.9Nバリア層(10 nm)、p-GaNゲート層(50 nm)を堆積した。

デバイスプロセスにより図のようなp-GaNゲート層構造を形成し、Ti/Al/Ti/Auを電極として蒸

着した。分光感度測定では、Xeランプを光源とし、分解能がFWHM=10 nmである分光器を用

いて、プローバーとパラメーターアナライザにより光電流と暗電流の測定をそれぞれ行った。 

図 2に電極間に 5 Vの電圧印加し、照射強度 100 µW/cm
2、波長 300~600 nmの光をそれぞ

れ照射した時の分光感度特性の結果を示す。従来の Ga0.9In0.1N チャネルと比較して、受光端

を 480 nmまでの長波長化に成功し、450 nmにおいて受光感度が 1.53×10
1
 A/W 、S/N=2.50×10

3

を実現した。以上の結果より、In 組成の増加により受光端はシフトし、受光感度は 1.53×10
1
 

A/W、S/N比は 2.50×10
3と高感度になることを明らかとした。 

                 

図 1 センサ構造              図 3 分光感度特性 
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